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本发明涉及一种装配阴极溅射环的阳极层

离子源，属于离子源清洗、刻蚀和薄膜辅助沉积

技术领域。所述离子源是在现有通用结构的阳极

层离子源的阴极外环上紧密贴合安装阴极外环

溅射环和/或在阴极内环上紧密贴合安装阴极内

环溅射环获得；所述溅射环安装在阴极的溅射损

伤面上，保障阴极不受溅射损害；通过采用场电

子发射率高的材料、溅射产额低的材料和/或镀

膜待掺杂的材料作为所述溅射环的材料，可实现

提高离子源的离子束强度、延长了阳极层离子源

的使用寿命以及薄膜掺杂辅助沉积。
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1.一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，其特征在于：所述离子源是在现有通用结构

的阳极层离子源的阴极外环(1)上紧密贴合安装阴极外环溅射环(2)和/或在阴极内环(5)

上紧密贴合安装阴极内环溅射环(6)获得；

所述阴极外环溅射环(2)安装在阴极外环(1)的溅射损伤面上；所述阴极内环溅射环

(6)安装在阴极内环(5)的溅射损伤面上；

所述阴极外环溅射环(2)和阴极内环溅射环(6)的材料为金属和/或石墨。

2.根据权利要求1所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，其特征在于：所述阴极

外环溅射环(2)安装在阴极外环(1)的内圆面上；所述阴极内环溅射环(6)安装阴极内环(5)

的外圆面上。

3.根据权利要求1或2所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，其特征在于：通过

机械加工的方法将现有通用阳极层离子源的阴极外环(1)的内圆直径增大，将现有通用阳

极层离子源的阴极内环(5)的外圆直径减少；加工阴极外环溅射环(2)，圆环壁厚度相当于

阴极外环(1)的内圆直径增大部分，外径尺寸与阴极外环(1)的内径为过盈配合尺寸；加工

阴极内环溅射环(6)，圆环壁厚相当于阴极内环(5)的外圆直径减少部分，内径尺寸与阴极

内环(5)的外径为过盈配合尺寸；用压入法或锤击法将所述阴极外环溅射环(2)压入阴极外

环(1)的内圆面，将阴极内环溅射环(6)压入阴极内环(5)的外圆面中，直至两者的端面紧密

贴合。

4.根据权利要求1或2所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，其特征在于：所述

溅射环的材料为场电子发射率高的材料、溅射产额低的材料和镀膜待掺杂的材料中的一种

以上。

5.根据权利要求3所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，其特征在于：所述溅射

环的材料为场电子发射率高的材料、溅射产额低的材料和镀膜待掺杂的材料中的一种以

上。
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一种装配阴极溅射环的阳极层离子源

技术领域

[0001] 本发明涉及一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，属于离子源清洗、刻蚀和薄膜

辅助沉积技术领域。

背景技术

[0002] 现有技术中，阳极层离子源的阴极环是用导磁率较高的碳钢制成，阴极内环和阴

极外环均是离子源磁路的一部分，在使用过程中不可避免的会发生阴极溅射现象。阴极环

上的铁分子被溅射出来，一部分铁分子沉积在离子源内部，导致绝缘结构破坏，需经常维护

保养；另一部分铁分子被裹挟在离子束中被发射出去，导致离子束发射的物质成分发生变

化，影响薄膜沉积效果。

发明内容

[0003] 为克服现有技术存在的缺陷，本发明的目的在于提供一种装配阴极溅射环的阳极

层离子源，通过在现有通用结构的阳极层离子源的基础上，在阴极内环和阴极外环的易溅

射损伤面上嵌套阴极溅射环，可获得维护成本低，效率高的离子源，并拓展了离子源的应用

灵活性。

[0004] 为实现本发明的目的，提供以下技术方案。

[0005] 一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，所述离子源是在现有通用结构的阳极层离

子源的阴极外环上紧密贴合安装阴极外环溅射环和/或在阴极内环上紧密贴合安装阴极内

环溅射环获得。

[0006] 所述阴极外环溅射环安装在阴极外环的溅射损伤面上，优选安装在阴极外环的内

圆面上。

[0007] 所述阴极内环溅射环安装在阴极内环的溅射损伤面上，优选安装在阴极内环的外

圆面上。

[0008] 优选通过机械加工的方法将现有通用阳极层离子源的阴极外环的内圆直径增大，

如增大3mm，将现有通用阳极层离子源的阴极内环的外圆直径减少，如减少3mm；加工阴极外

环溅射环，圆环壁厚度相当于阴极外环的内圆直径增大部分，如1.5mm，外径尺寸与阴极外

环的内径为过盈配合尺寸；加工阴极内环溅射环，圆环壁厚相当于阴极内环的外圆直径减

少部分，如1.5mm，内径尺寸与阴极内环的外径为过盈配合尺寸；用压入法或锤击法将所述

阴极外环溅射环压入阴极外环的内圆面，将阴极内环溅射环压入阴极内环的外圆面中，直

至两者的端面紧密贴合。

[0009] 按现有阳极层离子源的装配要求，将紧密贴合安装了所述溅射环的阴极安装进阳

极层离子源，完成整体装配，得到本发明所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源。

[0010] 所述阴极外环溅射环和阴极内环溅射环的材料为金属和/或石墨。

[0011] 优选所述溅射环的材料为场电子发射率高的材料、溅射产额低的材料和镀膜待掺

杂的材料中的一种以上。
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[0012] 有益效果

[0013] 1.本发明提供了一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，所述阳极层离子源通过在

其阴极外环和阴极内环的溅射损伤面上安装相应的阴极外环溅射环和阴极内环溅射环，保

障阴极不受溅射损害；

[0014] 2.本发明提供了一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当所述溅射环采用场电子

发射率高的材料时，由于在同等放电条件下材料发射的电子数量多，待离化的气体分子在

阴极环之间的跑道中被电子碰撞的几率增大，有利于提高离化效率，从而提高离子源的离

子束强度；

[0015] 3.本发明提供了一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当所述溅射环采用溅射产

额低的材料时，由于低溅射产额的溅射环被离化的气体分子溅射的产额小，从而降低了溅

射效应对溅射环的损坏，延长了阳极层离子源的使用寿命和维护周期；

[0016] 4.本发明提供了一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当所述溅射环采用镀膜待

掺杂的材料时，可将该离子源用于薄膜辅助沉积，离子源中被电离的气体碰撞阴极溅射环，

发生溅射效应，被溅射的阴极溅射环材料被电离后，会被裹胁在离子束中发射出去，从而沉

积或注入在薄膜中，形成薄膜掺杂，改进薄膜性能。

附图说明

[0017] 图1为实施例1中的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源的结构示意图。

[0018] 其中，1—阴极外环，2—阴极外环溅射环，3—气体缓冲室，4—永磁体磁钢，5—阴

极内环，6—阴极内环溅射环，7—水冷阳极环，8—阳极绝缘套管，9—放电室绝缘套，10—离

子源外壳

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施例来详述本发明，但不作为对本发明专利的限定。

[0020] 实施例1

[0021] 如图1所示，阳极层离子源装置包括阴极外环1、阴极外环溅射环2、气体缓冲室3、

永磁体磁钢4、阴极内环5、阴极内环溅射环6、水冷阳极环7、阳极绝缘套管8、放电室绝缘套9

和离子源外壳10，发射的离子束的截面为圆环状。

[0022] 所述阳极层离子源装置通过机械加工的方法将现有通用阳极层离子源的阴极外

环1的内圆直径增大3mm，将现有通用阳极层离子源的阴极内环5的外圆直径减少3mm；加工

阴极外环溅射环2，圆环壁厚度为1.5mm，外径尺寸与阴极外环1的内径为过盈配合尺寸；加

工阴极内环溅射环6，圆环壁厚度为1.5mm，内径尺寸与阴极内环5的外径为过盈配合尺寸；

用压入法或锤击法将所述阴极外环溅射环2压入阴极外环1的内圆面，将阴极内环溅射环6

压入阴极内环5的外圆面中，直至两者的端面紧密贴合；其余组成部分与现有通用阳极层离

子源相同，阴极环的材料为铁质导磁材料。

[0023] 按现有阳极层离子源的装配要求，将紧密贴合安装了所述溅射环的阴极安装进阳

极层离子源，完成整体装配，得到所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源。

[0024] 现有阳极层离子源的装配要求为本领域现有常用的真空设备制造标准。

[0025] 实施例2
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[0026] 实施例1中所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当其中阴极外环溅射环2

和阴极内环溅射环6的材料为钽或鉬时，由于其场电子发射率高，在同等放电条件下发射的

电子数量多，待离化的气体分子在阴极环之间的跑道中被电子碰撞的几率增大，有利于提

高离化效率，从而提高离子源的离子束强度。

[0027] 实施例3

[0028] 实施例1中所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当其中阴极外环溅射环2

和阴极内环溅射环6的材料为钨或铬时，由于其溅射阈值高，抗溅射剥蚀能力强，从而降低

了溅射效应对溅射环的损坏，延长了所述阳极层离子源的使用寿命和维护周期。

[0029] 实施例4

[0030] 实施例1中所述的一种装配阴极溅射环的阳极层离子源，当其中阴极外环溅射环2

和阴极内环溅射环6的材料为待掺杂的金属材料时，所述材料可以被掺杂进沉积薄膜中。用

实施例所述阳极层离子源制备类金刚石薄膜(DLC)，所述薄膜的内应力为4.5MP，明显低于

现有通用阳极层离子源所制备的类金刚石薄膜的内应力5.6MP，所述薄膜性能显著提升。
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图1
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